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Araşdırmalarımız nəticəsində məlum olmuşdur ki, TlGa  üçqat yarımkeçirici 

birləşməsi  birləşmələri əsasında alınmışdır. Tədqiq olunan kristal yavaşsoyutma üsulu 
ilə alınmışdır. Onun təkmil monokristalları layvari quruluşa malikdir. 

 
TlGa  üçqat yarımkeçirici birləşməsi  birləşmələri əsasında alınmışdır. 

Tədqiq olunan kristal yavaşsoyutma üsulu ilə alınmışdır. Onun təkmil monokristalları 
layvari quruluşa malik olub, xüsusi müqaviməti - Om·sm-dir . Ölçmə üçün 
lazimi qalınlıqda nümunələr laylara ayırmaqla hazırlanır. Belə nümunələr təbii güzgü 
səthinə malik olur. Elektrikkeçiriciliyi ölçmək üçün hazırlanmış nümunələrə gümüş 
pastasından kontaktlar qoyulur. Elektrikkeçiriciliyi nisbətən zəif sahələrdə, volt-amper 
xarakteristikasının xətti olduqda oblasta uyğun gərginliklərdə ölçülmüşdür. Baxılan 
nümunələrə tətbiq olunan gərginlik 2,5· V/m-dən böyük olmamışdır. 

Yüksək Om-lu nümunələrdə elektrikkeçiriciliyini tədqiq edən zaman əsas xətalar 
ölçü sxemində izolyasiyanın qeyri-təkmilliyi və yüksək müqavimət sxeminin müxtəlif 
hissələri arasında potensiallar fərqinin olmasıdır. Göstərilən xətalar sxemdə əsas 
cərəyanın paylanmasını təhrif edir və yekunda nəticələrin səhv alınmasına səbəb olur. 

Yüksək Om-lu nümunələrdə ölçmələrin sızma cərəyanlarını aradan çıxaran 
xüsusi sxemdə aparılması nəzərdə tutulur . 

Nümunələrin xüsusi elektrikkeçiriciliyi ölçmələrdən aşağıdakı düsturla he-
sablanır: 

 

Burada i-nümunədən keçən cərəyan, -zonalar arasındakı məsafə,a-nümunənin 
qalınlığı, b-nümunənin eni, -nümunədə potensial düşgüsüdür. Xüsusi müqavimətin 
temperatur asılılığından TlGaS  kristalının qadağan olunmuş zolağının eni 
hesablanmışdır və müəyyən olunmuşdur ki,”c” optik oxu istiqamətdə qadağan olunmuş 
zolağın eni 2,0 eV olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, TlGaS  kristalında “c”optik oxu 
laylara perpendikulyar istiqamətdə yönəlir. 

Bundan başqa elektrikkeçiriciliyin temperatur asılılığı əyrisində iki aşqar 
səviyyəsi müşahidə olunmuşdur(0,21eV və 0,51eV) ölçmələr həmçinin “c” oxuna 
paralel istiqamətdə aparılmışdır və müəyyən olunmuşdur ki, baxılan istiqamətdə 
aparılan ölçmələr nəticəsində qadağan olunmuş zolağın eni və aşqar səviyyələrin 
dərinliyi üçün alınan qiymətlər istiqamətdə alınan qiymətlərdən 
fərqlənmir. 
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